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【はじめに】 GaN系可視光レーザの高効率化・高出力化に向けて、GaN、InGaN との大きな比屈折率差

が見込める AlInN 厚膜クラッド層の開発に取り組んでいる。これまでの研究成果として、c 面サファイア上

GaN テンプレートにほぼ格子整合して形成した膜厚 300 nm の AlInN 膜において、RMS 表面粗さが約

1.8 nm という比較的良好な膜が得られたこと [1,2]、また c面自立 GaN基板上において、下地 GaNにほ

ぼ格子整合した膜厚 300 nmのAlInN膜において、RMS表面粗さが約 0.5 nmと非常に表面平坦な膜が

得られたことを報告してきた[3]。今回、我々は、c面サファイア上GaNテンプレート上に膜厚 500 nmの Si

ドープ AlInN膜を成長し、不純物濃度及びイオン化不純物濃度の評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 成長基板としてMOCVD-GaN/サファイアテンプレートを用い、MOCVD法を用いて AlInN

膜のエピタキシャル成長を行った。ここでは、成長速度を約0.3 μm/hr、目標組成を InNモル分率 15~16%

程度、目標膜厚を 500 nm とし、投入 SiH4流量を 0~9.37 nmol/min の間で変化させることで Si ドープ

AlInN 膜を得た。得られた AlInN 膜に対し、XRD による組成評価、AFM による表面モフォロジー観察、

SIMS 測定による不純物濃度を評価した。また、評価用ショットキーダイオードを作製し、電圧-容量（C-V）

測定を行うことで AlInN膜中のイオン化不純物濃度を評価した。 

【結果と考察】 図 1 に、投入 SiH4流量の異なる 3 つのサンプルについての、SIMS による深さ方向 Si

濃度の分析結果を示した。この結果より、AlInN膜のSi濃度が投入SiH4流量の増加に伴い増加している

ことが確認できる。また、図 2 には SIMS 分析で得られた Si濃度と共に、C-V 測定で得られたイオン化不

純物濃度の評価結果を示した。図より、C-V測定より求めた Nd-Na値は、SIMS測定による不純物濃度に

対して 50%以下程度と低い値を示したが、これは意図しない混入不純物Cがアクセプタとして作用してい

るためと推察された。発表では、上記に加え、差分ホール測定による電子濃度分布の評価結果、ならび

に縦方向の導電性評価結果について合わせて発表・考察する予定である。 
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Fig. 1 SIMS profiling of silicon concentration in 

epitaxial AlInN films. 

Fig. 2 Nd-Na values and Si concentration of 

Si doped AlInN films by C-V and SIMS 

measurement. 
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